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в пользу механизма пассивации А-центра свидетельствуют также и наши данные по изохронному от-
жигу, которые приведены на рис. 5. Видно, что отжиг VOH-комплекса сопровождается увеличением 
концентрации А-центра, в то время как отжиг А-центра в облученном γ-квантами образце протекает без 
роста его концентрации.

Заключение
Полученные в работе результаты показали, что при облучении кремния ионами водорода образуются 

области скопления дефектов с невысокой плотностью смещения, меньшей исходного уровня легиро-
вания. Данные области термически неустойчивы и распадаются после длительной (∼5 мес.) выдержки 
образцов при комнатной температуре с образованием А-, Е-центров и водородосодержащего дефекта 
с уровнем Ес – 0,31 эВ. Установлено, что данный дефект образуется путем присоединения атома водо-
рода к А-центру, так как при его отжиге происходит увеличение концентрации последнего.
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Рис. 5. Зависимость концентрации радиационных дефектов, 
соответствующих пикам DLTS на рис. 3,  

от температуры изохронного (20 мин) отжига.  
Вид облучения указан в скобках

Fig. 5. The dependence of radiation defects concentration,  
corresponding to DLTS peaks in fig. 3,  

from the temperature of isochronous (20 min) annealing.  
The type of exposure is indicated in brackets


